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Emitorii Toprakl Bistabl Multivibrator
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Bu yazda emitorii toprakli transistorlu bistabl multivibratorin nasil calisngt ve devre
elemanlarimin  nasil hesap edilecegi izah edilmektedir.

I — DEVRENIN CALISMASI :

Sek. 1 de goriilen emitoriin toprakli bistable
multivibrator devresi buglinkii modern elektro-
nikte en cok kullanilan devrelerden biridir. Dev- » m
re girise tatbik edilen her positif darbe icin daha
onceki sabit konumunu degirtirdiginden ekseri-
yetle frekans boliiciisii olarak kullanilir.
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Sekil . 1 — Transistorlu bistable multivibrator.

Sek. 1 deki R, direncleri multivibratoriin ytik
direngleridir. R, direnci, C, kondansutori ve D,
diyodundan ibaret olan devre ise girise tatbik
edilen positif darbeleri o anda akim geciren (do-
yum halindeki) transistore yonelten tetikleme
devresidir. ’

Bilindigi gibi bir transistorun emltor-taban
diyodu ileri yonden biyas edilirse transistor akim
gecirir. Bu anda tabana tatbik edilen I, akimi
I/p dan (3 = kollektor taban akim kazang fak-
torii) biiylikse transistor doyum (saturation)
bolgesine girer. (Sek. 2) ve kollektorden gecen
akim maksimum degerini alir, bu anda kollektor
emitor voltaji ise doyum voltajina (V) duser.

Eger emitor-taban diyodu ters yonde biyas
edilirse, transistor akim gegirmez (kollektor ka-
cak akimui |[(I,) mustesna) ve koUektor-emitor
voltaj —E, giic kaynag1 voltajina yiikselir. Bu
durumda transistor kesim bolgesinde c¢aligmak-
tadir.
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Sekil 2 — Transistor calisma bolgeleri.

Sek. I de TRI transistoru doyum .(satura-
tion) durumunda ise, kollektori V_  (takriben
—0,5 volt) degerinde bulunacagindan R, ve R,
direncleri tlizerinden TR2 transistorunun tabani-
na positif bir voltaj tatbik edilir, ve dolaysiyle
TR2 transistoru kesim bolgesine girer. TR2
transistoru kesim bolgesinde iken kollektor vol-
taj —E, degerine' yiikseleceginden, dolaysiyle
diger R, ve R, direncleri tizerinden TRI transis-
torunun tabanina negatif bir potansiyel tatbik
edilir, dolaysiyle TRI transistoru daha fazla do-
yum bolgesine girer. Bu operasyona yeniden ya-
ratma , (regeneration) denir.

TRI doyumda, TR2 kesimdeyken D, diyodu
ileri yonde biyas edildiginden akim gegirilir, D,
diyodu ise ters yoOnde biyas edildiginden akim
gecirmez.

Multivibratoriin girigine positif bir darbe tat-
bik edilirse (Sek. 3), positif v voltaji 7), diyodu
tarafindan doyum durumundaki TRI transisto-
runun tabanina iletilerek TRI transistoru doyum
durumundan kesim durumuna sokulur. Dolay-
siyle regenerasyon operasyonu ile TR2 transis-
toru de kesim durumundan doyum durumuna ge-
cer. Transistorler bu yeni durumlarini ikinci bir
positif darbe gelinceye kadar degistirmezler ve
ikinci positif darbede ilk Onceki durumlarini el-
de ederler (Sek. 3).
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Sekil : 3 — a) giris darbesi b) TB1 kollektor voltaji
a) TBZ kollektor voltaji.

2 — DEVRENIN HESABI:

Sek. 2 deki devrede devrenin normal calig-
masina en etken elemanlar R R,, R, direngleri-
dir. Diger elemanlarin devre Ttzerindeki etkisi
simdilik ihmal edilirse Sek. 4 deki devre elde
edilir.

Sek. 4 deki devrede TRI transistorunun taba-
nina +v potansiyelinin tatbik edildigini diisiine-
lim,

o zaman taban akimi:

Ibj = v/r, .. .. (I) dir. (r_, = transistorun

o m s

taban giris direnci)

kollektor akimi:

I, = f1,,....(2) oldugundan,
ve kollektdr voltaji Ise
V, =l R, .. | (3) oldugundan

1, 2, 3 nolu denklemler birlestirilirse,
V,=/3vR/r, .. . (4 elde edilir.

_E1
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Sekil + 4 = Multivibratoriin genel devresi.
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V, voltajl R, ve R, direncleri tarafindan
TR2 transistorunun tabanina iletildiginden, TR2
nin taban voltaji,

8VR, /Ry

Vi = .
r r,//R; + R,

(// = parelel)

iki transistor arasindaki regenerasyonun hasil
olabilmesi i¢in lup kazancinin,

A=V, /V,=V,,/v=L . . . (6)

olmas1 gerektiginden R, ve R, direncleri ara-
sindaki lizumlu bagint1 6. ve 5. denklemlerden

/SRI* R, . ... .. (7) olarak bulunur.

Rj ve R, direncleri arasindaki baginti bulun-
duktan sonra, R,, R, ve R! diren¢leri arasindaki
bagint1 transistorlerin kesim ve doyum bolgele-
rindeki calismalari goz Oniine alinarak bulunur.

a) Kesim durumu,

Sek. 4 deki TRI transistoru kesim (cut-off)
durumunda ise devre sek. 5 deki halde gosterilir.
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Sekil + 5 — TRI kesim, TR2 doyum halindeki devre.

Sek. 5 de TRI kesim durumunda oldugundan
tabanindan ters yonde I, kollektor kacak aki-
mi1 gecer. TR2 ise bu anda doyumda oldugundan
kollektdr voltajt V. doyum voltajindadir.

ces

Superposisyon teoremi TRI in tabanina tat-
bik edilirse TRI in tabanina tatbik edilirse TRI
in taban voltaji,

F_ces_ _-_ “-ﬁo
Vol = — + - " — i — = ®
o
R,*+R, R,+R., R_+R,
elde edilir.
V., =171 +V, oldugundan, . ....... 9)

b' co bh- e(1 . . . .

(burada r',, emltor-taban diyot direnci ve
V, emitor - taban diyodunun akim gecirmeme-
si icin lizumlu biyas voltaji dir)

TR, in kesim durumunda kalmasi Igin,

V, V', - (10) olmast 1azimdir.
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8 ve 9 nolu denklemler 10 nolu baglantida
yerlerine konulur ve gerekli sadelestirmeler ya-
pilirsa,

Ve L0 +V_, ] .
E,—V, —I_(r, +R,) - (1)

R, =R, [
elde edilir.

b) Doyum durumu:
TRj doyum, TR, kesim durumunda iken Sek.
6 daki devreden faydalaniiu.

Sekil : 6 — TRI doyum TR2 kesim halindeki devre.

TR2 kesim durumunda oldugundan TR2 nin
kollektoriinden gecen 1° kacak akimi ihmal edi-
lirse TRI in taban voltaji superposisyon teoremi
yardimiyla,

E; R, B, (R:+R;) L R, (Ry+R,)
+ +

R,+R,+R; R +R,+R, R,+R+R;
olarak bulunur. (12)

Vi

t=—

TRI in taban voltaji, doyum durumunda,
v, ~—V

b U (13) oldugundan,
(V") emitor taban diyodunun lleri yonde
biyas voltaji) 13 ve 12 nolu denklemler blrlejtl-

rilirse,
E,—V
R, =R, [E,Tvdv 1—- _.. v (14)
elde edilir. (Burada ~ takriben I/p ya esittir)
olardik tdnflekisaBprItiyibrator | deyresinin,  prati
edilmektedir:

i — ilk once mevcut imkanlarla Ej ve E, giic
kaynak voltajlar1  tespit edilir.  Ekseriyetle bu
iki voltaj birbirine egit alinir.

ii — Transistorun maksimum kollektor aki-
min1 agsmamak ve 1” kacig, akiminin maksimum
degerinden en az 25 defa biiylik olmak {izere
belirli bir kollektor akimi secilir.

il — Devrenin maksimum kacis akimlarinda
dahi calisabilmesi icin asagidaki baglantidan
belirli bir R, direnc degeri secilir.
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‘con,a, R, '< E,/5

iv — Kollektor akim1 daha onceden tespit
edildiginden

R, = E,/I, «.--.. (16) dan Rj direnci bulunur.

v — Rj ve Rj diren¢ degerleri 11 ve 14 nolu

" denklemlerde diger transistor parametreleriyle
_beraber yerine konularak R, direncinin maksi-

mum ve minimum limitleri bulunarak bu limit-
ler arasmda ortalama nominal bir R, direnc de-
geri tespit edilir.

VI — (jR*Rj ... (7) baglantisinin transis-
torun minimum p degeri icin saglanip saglan-
madigi kontrol edilir eger saglanmiyorsa yeni
I, ve R, degerleri tespit edilerek hesaplar tek-
rar edilir.

vii — Sek. 1 deki multivibrator R, gibi bii-
yik direncini siirtiyorsa 11 ve 14 denklemlerde
E_voltaj E~/R"R, ile degistirilmelidir.

viii — Tetikleme devresinin  fonksiyonunu
yapabilmesi icin R,C, zaman sabitinin asagidaki
baglantiy1 saglamasi lazimdir. C, kapasitesi kii-
ciildiikge giris positif darbe voltajim arttirmak
gerektigini de unutmamak lazimdir.

R,C, _—..I/fm‘ e (17)
= max_ girlg darbe frekansi)

(e x
ix — Cj Kkapasitesi multivlbratériin tabanin-

daki yiik toplanmasina mani olarak, multivlbra-

torin yikselme ve diisme zamanlarini azaltir.

Cj kondansatorii bu fonksiyonu yapabilmesi
icin asagidaki baglantiy1 saglamasi lazimdir.

R, +Ry
C o
RR, 4,
3 — SONUC :

Yukarida izah edildigi sekilde hesaplar yapi-
Iir ve multivlbratoriin devre elemanlar1 bulunur.
Eger bistabl multlvlbratorden herhangi bir
dlgitial cok sayida kullanilmak istenirse, o za-
man daha sihhatli bir hesap yapilabilmesi ve
devrenin en kotii sartlarda dahi calisabilmesi
icin 11 ve 14 nolu denklemlerin R, ve R, direnc-
leri X ve Y bllinmiyenleri kabul edilerek R3 e
degerler verilmek suretiyle R, bulunur ve R, X,
R, Y ekseni olmak tizere bulunan degerlerin
grafikleri ¢izilir. Aranan R, degeri Rj nin do-
yum durumundaki egrisiyle, R,, nin kesim du-
mundaki egrisi (Denk. 11, 14) arasindaki alan-
dan tespit edilir.

/3 min, p makximum 1~ * ‘degerleri ve tran-
sistorun V,, V., C_. voltajlart ve E, ve E, gii¢

kaynak voltajlar1 ve reslstans toleranslar1 da 13
ve 14 nolu denklemlerde dikkate alinarak bu
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toleranslar da ihtiva eden yeni egriler cizilerek 2 — «The Transistor» by E. Wolfendale,

R, direnci daha hassas olarak tespit edilir. Boy- 19°% *“_ Heywood Ltd London p. m-136
lece multivibratoriin en kotii sartlarda (mesela, 3 — «T. I. Application Reports Vol I» Texas
[, maksimum ve p minimum durumda) calis- Instruments Ltd. p. 184-195 p. 114-123
mas1 temin edilir.
Refoancir - + — el T Prncvlses Philes
’ Gloellamperifabrik.
1 — «Transistor Circuit Deslgn and Analys-
Is> by E. Wolfendale, 1966 ed. lliffe 5 — «Switching Transistor Handbook» Mot-
Pub. Co. London p. 221-253 rola Inc.
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ENERJI VE TABIT KAYNAKLAR BAKANLIGI
DEVLET SU ISLERT GENEL MUDURLUGUNDEN

Gokgekaya Baraji ve Hidroelektrik Santrali i¢in Generator
cikiglar satin alinacaktir.

DSI Genel Miidiirliigiince Ajnerika Birlesik Devletleri imalatcilarin-
dan 3 adet 105 MVA generator gurubu icin izole faz baralari fiat ve tek-
lif isteme suretile satin alinacaktir.

Ihaleye istirak etmek istiyenlerin belge almak {izere engec 9 Subat
1968 saat 17've kadar DSI Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi
Bagkanligina (Sinasi Sokak, Catal Han, Ulus, Ankara) muracaat etme-
leri gereklidir.

Muracaat eden firmalar kendilerini ve imalatlarin1 tanitan brosur ve
kataloglart ve 1950 senesinden bu gline kadar yaptiklart miimasil techi-
zat1 gosterir dokiimanlan dilekgelerine eklemelidirler.

Bu maliimata ilave olarak miiracaat edecek firmalarin yukarida be-
lirtilen DSI adresinden veya

Ebasco Services Inc.
Attn. T. J. Cotter
Two Rector Street
New York, N. Y.

adresinden alacaklar1 «Belge miiracaat Formu» nu doldurarak 4 niisha
halinde dilekcelerine eklemeleri gereklidir.

Teklif evraki belge almig olan firmalara Subat 1968 ayi icinde gon-
derilecektir. '

(Basm: A — 15521)

(EM — 595)
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